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Dalyko anotacija 

Krūvininkų pernašos ultrasparčiuose puslaidininkiniuose prietaisuose pagrindai. Karštųjų 

elektronų efektai stipriuose elektriniuose laukuose: neigiamas diferencinis laidumas, smūginė 

jonizacija, dreifinio greičio blyksnis. Karštieji optiniai elektronai: charakteringų trukmių skalė 

ir pagrindiniai efektai. Kontaktinių reiškinių ultrasparčiuose prietaisuose ypatumai. 

Fotonikos prietaisai. Ultraspartūs puslaidininkiniai lazeriai. Lazerinių diodų dinamika. 

Fotovaržos, pin ir griūtiniai fotodiodai. Besisotinantys sugėrikliai ultraspartiesiems lazeriams. 

Ultraspartūs šviesos moduliatoriai. Optiniai perjungikliai. 

Kvantinius reiškinius naudojantys prietaisai. Rezonansiniai tuneliniai diodai ir tranzistoriai. 

Vienelektroniai tranzistoriai. Kvantinių taškų ir kvantinių duobių lazeriniai diodai. Kvantų 

kaskadų lazeriai. 

Terahercinio diapazono elektronika. Optoelektroniniai terahercinės spinduliuotės 

generavimo ir detektavimo būdai. Terahercinės spinduliuotės generavimas femtosekundiniu 

lazeriu apšviestuose puslaidininkių paviršiuose. Pasyvieji terahercinės elektronikos sistemų 

komponentai: filtrai, lęšiai, moduliatoriai, sugeriančios bei neatspindinčios struktūros. 

Impulsinės terahercinės spinduliuotės taikymas medžiagų tyrimuose. 
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Doktorantai ruošiasi individualiai, numatyta kiekvienam suteikti ne mažiau 3 konsultacijų. 

Paskutinės konsultacijos metu, dieną prieš egzaminą doktorantui pranešami pagrindiniai 

egzamino klausimai. Iki egzamino doktorantas privalo padaryti pranešimą seminare iš anksto 

su dėstytojais aptarta tema. 
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